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特長

► 周波数範囲：1GHz～22GHz
► 50Ω に整合した入出力

► パワー・ゲイン：8GHz～16GHz で 14dB（代表値）

► POUT：8GHz～16GHz で 42dBm（代表値）

► PAE：8GHz～16GHz で 25%（代表値）

► S21：8GHz～16GHz で 20.5dB（代表値）

► OIP3：8GHz～16GHz で 44dBm（代表値）

► RF パワー・ディテクタ内蔵

► VDD：28V
► IDQ：600mA

アプリケーション

► 電子戦

► 試験装置および計測装置

機能ブロック図

図 1. 機能ブロック図 

概要

ADPA1112 は、1GHz～22GHz で動作可能な広帯域パワー・アン

プです。入力電力（PIN）28.0dBm、周波数範囲 8GHz～16GHz に
おいて、42dBm の飽和出力電力（POUT）、25%の電力付加効率

（PAE）、14dB（代表値）のパワー・ゲインを実現します。RF
入力と RF 出力は内部整合され、AC 結合されています。VDD1
ピンと VDD2 ピンにはバイアス・インダクタが内蔵されており、

28V のドレイン・バイアス電圧（VDD）が印加されます。ドレイ

ン電流は、VGG1 ピンに負の電圧を印加することによって設定

されます。温度補償型 RF ディテクタが内蔵されており、RF 出

力電力のモニタリングが可能です。

ADPA1112 は窒化ガリウム（GaN）プロセスで製造され、−40ºC～

+85ºC での動作が仕様規定されています。

日本語参考資料 

最新版英語データシートはこちら 

https://www.analog.com/jp/index.html
https://www.analog.com/jp/products/adpa1112.html
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電気仕様 
周波数範囲：1GHz～2GHz 
特に指定のない限り、TCASE = 25ºC、VDD1 ドレイン・バイアス電圧（VDD1）および VDD2 ドレイン・バイアス電圧（VDD2） = 28V、目標

静止電流（IDQ） = 600mA、周波数範囲 = 1GHz～2GHz。 

表 1. 周波数範囲：1GHz～2GHz 

 
 

周波数範囲：2GHz～8GHz 
特に指定のない限り、TCASE = 25ºC、VDD1 = VDD2 = 28V、IDQ = 600mA、周波数範囲 = 2GHz～8GHz。 

表 2. 周波数範囲：2GHz～8GHz 
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電気仕様 

周波数範囲：8GHz～16GHz 
特に指定のない限り、TCASE = 25ºC、VDD1 = VDD2 = 28V、IDQ = 600mA、周波数範囲 = 8GHz～16GHz。 

表 3. 周波数範囲：8GHz～16GHz 

 
 

周波数範囲：16GHz～18GHz 
特に指定のない限り、TCASE = 25ºC、VDD1 = VDD2 = 28V、IDQ = 600mA、周波数範囲 = 16GHz～18GHz。 

表 4. 周波数範囲：16GHz～18GHz 
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電気仕様 

周波数範囲：18GHz～20GHz 
特に指定のない限り、TCASE = 25ºC、VDD1および VDD2 = 28V、IDQ = 600mA、周波数範囲 = 18GHz～20GHz。 

表 5. 周波数範囲：18GHz～20GHz 

 
 

周波数範囲：20GHz～22GHz 
特に指定のない限り、TCASE = 25ºC、VDD1および VDD2 = 28V、IDQ = 600mA、周波数範囲 = 20GHz～22GHz。 

表 6. 周波数範囲：20GHz～22GHz 
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絶対最大定格 
表 7. 絶対最大定格 

 
 
上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに

恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定

格のみを指定するものであり、この仕様の動作のセクションに

記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありま

せん。デバイスを長時間にわたり絶対最大定格状態に置くと、

デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。 

 

熱抵抗 
熱性能は、プリント回路基板（PCB）の設計と動作環境に直接

関連しています。PCB の熱設計には、細心の注意を払う必要が

あります。 

θJC は、チャンネルからケースまでの熱抵抗であり、この場合の

ケースはパッケージ底面を指します。 

表 8. 熱抵抗 

 
1 θJCはシミュレーションにより求められました。その条件として、熱の

伝達はチャンネルからパッケージ・ベースを通ってヒートシンクに至

る熱伝導のみによるものとしています。また、パッケージ・ベースの

底部は 85ºC の動作温度で一定に保たれるものとします。 

静電放電（ESD）定格 
以下の ESD 情報は、ESD に敏感なデバイスを取り扱うために示

したものですが、対象は ESD 保護区域内だけに限られます。 

ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠の人体モデル（HBM）。 

 

ADPA1112 の ESD 定格 
表 9. ADPA1112、14 ピン LDCC 

 
 

ESD に関する注意 

 

ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。 

電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されない

まま放電することがあります。本製品は当社独自の特

許技術であるESD保護回路を内蔵してはいますが、デ

バイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷

を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や

機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措

置を講じることをお勧めします。 

 

https://www.analog.com/jp/index.html
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ピン配置およびピン機能の説明

図 2. ピン配置 

表 10.ピン機能の説明 

ピン番号 記号 説明

1, 2, 6 NIC 

3, 5, 10, 12 GND 

4 RFIN 

7 VGG1 

8 VDD1 

9 VDET 

11 RFOUT 

13 VREF 

14 VDD2 

Package Base GND 

内部接続なし。NIC ピンは内部では接続されていません。通常動作時は、NIC ピンをグラウンドに接続して

ください。

グラウンド。GND ピンは、RF と DC グラウンドに接続する必要があります。インターフェース回路図につ

いては図 3 を参照してください。 

RF 入力。RFIN ピンは AC カップリングされ、50Ω に整合されています。インターフェース回路図について

は図 4 を参照してください。 

第 1 ゲイン段と第 2 ゲイン段のゲート・バイアス。VGG1 ピンの負電圧を調整して、IDQを目的のレベルに設

定します。インターフェース回路図については図 8 を参照してください。 

第 1 ゲイン段のドレイン・バイアス。代表的なアプリケーション回路（図 59 を参照）に示すように、容量性

バイパスを行ってください。インターフェース回路図については図 7 を参照してください。 

RF 出力パワー測定用のディテクタ・ダイオード。VREF ピンと組み合わせて使用します。電圧差（VREF 電
圧（VREF） − VDET 電圧（VDET））は、RF POUTに比例する温度補償済み DC 電圧です。VDET ピンと 5V の
間に 40.2kΩ の抵抗を接続し、DC バイアスを加えます。インターフェース回路図については図 5 を参照して

ください。

RF 出力。RFOUT ピンは AC カップリングされ、50Ω に整合されています。インターフェース回路図につい

ては図 5 を参照してください。 

VDET による RF POUT 測定の温度補償用リファレンス・ダイオード。VREF ピンと 5V の間に 40.2kΩ の抵抗

を接続し、DC バイアスを加えます。インターフェース回路図については図 6 を参照してください。 

第 2 ゲイン段のドレイン・バイアス。代表的なアプリケーション回路（図 59 を参照）に示すように、容量性

バイパスを行ってください。インターフェース回路図については図 5 を参照してください。 

パッケージの底面は RF と DC のグラウンドに接続する必要があります。インターフェース回路図については

図 3 を参照してください。

https://www.analog.com/jp/index.html
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ピン配置およびピン機能の説明 

インターフェース回路図 

 
図 3. GND ピンのインターフェース回路図 

 

 
図 4. RFIN ピンのインターフェース回路図 

 

 
図 5. VDD2、VDET、RFOUT のインターフェース回路図 

 
図 6. VREF ピンのインターフェース回路図 

 

 
図 7. VDD1 ピンのインターフェース回路図 

 

 
図 8. VGG1 のインターフェース回路図 

 

  

https://www.analog.com/jp/index.html


データシート ADPA1112 
 

analog.com.jp Rev. 0 | 9 of 21 

代表的な性能特性 

 
図 9. 小信号ゲインおよびリターン・ロスと周波数の関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 10. 異なる電源電圧での小信号ゲインと周波数の関係、 

IDQ = 600mA 

 
図 11. 異なる温度での入力リターン・ロスと周波数の関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 12. 異なる温度での小信号ゲインと周波数の関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 13. 異なる電源電流での小信号ゲインと周波数の関係、 

VDD = 28V 

 
図 14. 異なる電源電圧での入力リターン・ロスと周波数の関係、

IDQ = 600mA 

https://www.analog.com/jp/index.html
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代表的な性能特性 

 
図 15. 異なる電源電流での入力リターン・ロスと周波数の関係、

VDD = 28V 

 
図 16. 異なる電源電圧での出力リターン・ロスと周波数の関係、

IDQ = 600mA 

 
図 17. 異なる温度でのリバース・アイソレーションと 

周波数の関係、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 18. 異なる温度での出力リターン・ロスと周波数の関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 19. 異なる電源電流での出力リターン・ロスと周波数の関係、

VDD = 28V 

 
図 20. 異なる PINレベルでの POUTと周波数の関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

https://www.analog.com/jp/index.html
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代表的な性能特性 

図 21. 異なる PINレベルでの PAE と周波数の関係、 
VDD = 28V、IDQ = 600mA 

図 22. 異なる温度での POUTと周波数の関係、 
PIN = 28dBm、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

図 23. 異なる温度でのパワー・ゲインと周波数の関係、 
PIN = 28dBm、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

図 24. 異なる PIN レベルでのパワー・ゲインと周波数の関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

図 25. 異なる温度での PAE と周波数の関係、 
PIN = 28dBm、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

図 26. 異なる電源電圧での POUTと周波数の関係、 
PIN = 28dBm、IDQ = 600mA 

https://www.analog.com/jp/index.html
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代表的な性能特性 

 
図 27. 異なる電源電圧での PAE と周波数の関係、 

PIN = 28dBm、IDQ = 600mA 

 
図 28. 異なる電源電流での POUTと周波数の関係、 

PIN = 28dBm、VDD = 28V 

 
図 29. 異なる電源電流でのパワー・ゲインと周波数の関係、 

PIN = 28dBm、VDD = 28V 

 
図 30. 異なる電源電圧でのパワー・ゲインと周波数の関係、 

PIN = 28dBm、IDQ = 600mA 

 
図 31. 異なる電源電流での PAE と周波数の関係、 

PIN = 28dBm、VDD = 28V 

 
図 32. PAE、POUT、ゲイン、電源電流（IDD）と PINの関係、

4GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 
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代表的な性能特性 

 
図 33. PAE、POUT、ゲイン、IDD と PINの関係、 

8GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 34. PAE、POUT、ゲイン、IDD と PINの関係、 

16GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 35. 異なる周波数での第二高調波と POUTの関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 36. PAE、POUT、ゲイン、IDD と PINの関係、 

12GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 37. PAE、POUT、ゲイン、IDD と PINの関係、 

20GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 38. 異なる周波数での第三高調波と POUTの関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

https://www.analog.com/jp/index.html
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代表的な性能特性 

 
図 39. 異なる温度での OIP3 と周波数の関係、 

トーンあたりの POUT = 32dBm、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 40. 異なる電源電流での OIP3 と周波数の関係、 

トーンあたりの POUT = 32dBm、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 

図 41. 異なる電源電圧での OIP2 と周波数の関係、 
トーンあたりの POUT = 32dBm、IDQ = 600mA 

 
図 42. 異なる電源電圧での OIP3 と周波数の関係、 

トーンあたりの POUT = 32dBm、IDQ = 600mA 

 
図 43. 異なる温度での OIP2 と周波数の関係、 

トーンあたりの POUT = 32dBm、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 44. 異なる電源電流での OIP2 と周波数の関係、 

トーンあたりの POUT = 32dBm、VDD = 28V 
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代表的な性能特性 

 
図 45. 異なる周波数での IM3 とトーンあたりの POUTの関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 46. 異なる温度でのノイズ指数と周波数の関係、 

VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 47. 異なる電源電流でのノイズ指数と周波数の関係、 

VDD = 28V 

 
図 48. 異なる電源電圧でのノイズ指数と周波数の関係、 

IDQ = 600mA 

 
図 49. 異なる周波数での PDISSと PINの関係、 

TCASE = 85ºC、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 50. 異なる温度での IDQ と VGG1の関係、VDD = 28V 
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代表的な性能特性 

 
図 51. 異なる温度での IGG1と PINの関係、 
TCASE = 85ºC、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 52. 異なる温度での VREF – VDETと POUTの関係、 

12GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 53. 異なる POUTでの残留位相ノイズと周波数の関係、 

2GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 54. 異なる温度での VREF – VDETと POUTの関係、 

4GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 55. 異なる温度での VREF – VDETと POUTの関係、 

20GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 

 
図 56. 異なる POUTでの残留位相ノイズと周波数の関係、

10GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 
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代表的な性能特性 

 
図 57. 異なる POUTでの残留位相ノイズと周波数の関係、

16GHz、VDD = 28V、IDQ = 600mA 
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動作原理 
ADPA1112 は、ゲイン段をカスケード接続した窒化ガリウム

（GaN）パワー・アンプで、これらのゲイン段は正のドレイン

電源（VDD1 および VDD2）と外部から印加される負のゲート電圧

（VGG1）によってバイアスされます。28V（公称値）が初段お

よび 2 段目のドレイン（VDD1 および VDD2）に印加され、更

に、負の電圧が VGG1 に印加されて、合計 IDQ が 600mA（公称

値）に設定されます。 

上記のようにバイアスすると、ADPA1112はクラス ABで動作し、

飽和時に PAE が最大になります。ADPA1112 は、各ドレイン用

の RFチョークに加え、RFINポートおよび RFOUTポートのオン

チップ DC ブロッキングを内蔵しています。 

RF 出力信号の一部は方向性結合され、RF POUT 検出用のダイ

オードに送られます。このダイオードに DC バイアスを加える

と、結合した RF 電力が整流され、VDET で DC 電圧として RF
電力を測定できるようになります。VDET の温度補償を行うた

め、RF 電力の結合がない同一で対称配置された回路が VREF を

通じて利用できます。VREF − VDETの差分から、RF 出力に比例す

る温度補償信号が得られます。 

 

 
図 58. 基本的なブロック図 
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アプリケーション情報 

基本的な接続方法 
図 59 に ADPA1112 を動作させるための基本的な接続方法を示し

ます。図 59 に示すように、VDD1、VDD2、VGG1 の各ピンをデ

カップリングします。全ての段のゲート電圧（バイアス動作に

は−3.0V～−1.0V、ピンチオフには−4.0V）をVGG1ピンに印加し

ます。28V（公称値）の VDD を VDD1 ピンおよび VDD2 ピンに

印加します。ピン 1、ピン 2、ピン 6 は NIC ピンとして指定され

ています。これらの NIC ピンは内部では接続されていませんが、

デバイスの特性評価時には全てグラウンドに接続されています。 

ADPA1112 をオンにするには、以下の手順を実行します。 

1. 電源グラウンドを GND に接続します。 
2. VGG1を−4V に設定します。 
3. VDD1および VDD2を 28V に設定します。 
4. IDQが 600mA になるように VGG1を正方向に調整します 

（約−2V）。 
5. RF 信号を印加します。 

 

ADPA1112 をオフにするには、以下の手順に従います。 

1. RF 信号をオフにします。 
2. VGG1を−4V まで下げて、IDQを 0mA にします。 
3. VDD1および VDD2の電圧を 0V に設定します。 
4. VGG1を 0V まで上げます。 

ハンダ処理およびアッセンブリについての考慮事項 
ADPA1112 は非ハーメチックのエア・キャビティ・デバイスで

す。パッケージ本体は通常、PCB のカットアウト内に置かれ、

PCB の下にあるヒートシンクに直接接触することができます。

ヒートシンクへの良好な熱伝導および電気伝導を容易に実現で

きるよう、Indium Corporation の Heat-Spring インジウムなど、電

気伝導性および熱伝導性に優れた材料を座金として用いること

ができます。（あるいは、導電性および熱伝導性の高いペース

トやグリースを用いることもできます。）この座金は、ヒート

シンクとパッケージ・ベースの底部の間に配置します。その後、

パッケージは通常、ネジを用いてヒートシンクに取り付けられ

ます。取り付けネジで固定すると、ピンは PCB と同一平面にな

り、リードを PCB パッドにハンダ付けできます。 
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代表的なアプリケーション回路 

図 59 に代表的なアプリケーション回路を示します。 

 
図 59. 代表的なアプリケーション回路 
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外形寸法 

 
 

最新のパッケージ外形情報およびランド・パターン（実装面積）については、パッケージ索引を参照してください。 

 

オーダー・ガイド 

 
1 Z = RoHS適合製品。 

https://www.analog.com/jp/index.html
https://www.analog.com/jp/resources/packaging-quality-symbols-footprints/package-index.html
https://www.analog.com/media/en/package-pcb-resources/package/pkg_pdf/ldcc-leaded-chip-carrier/ej-14-1.pdf
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